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Procedeu de obţinere a cristalului fotonice care include depunerea unei măşti pe una din suprafeţele cristalului de 
semiconductor sau de dielectric, totodată masca este executată în formă de grilă cu orificii amplasate în rânduri cu paşi 
egali, implantarea ionilor de energie înaltă în fiecare orificiu al măştii în patru direcţii şi decaparea  electrochimică, 
caracterizat prin aceea că la implantare fiecare direcţie a ionilor formează un unghi de 45° faţă de normala la suprafaţa 
cristalului, iar unghiurile dintre direcţiile ionilor sunt egale cu 90°. 


